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(54) 콘택홀 제조

약

체소  정렬  콘택 제조 에 어서, 하 전층 상 에 제1절연층  형성하고 그 상 에 
전 선  형성하고, 전체적 로 제2절연층  전층  적층하는 단계 , 상  전층  블린켓 건식

식각하여 전 선 측 에 전층 스페 서를 형성하는 단계 , 전층 스페 서에 선택적 속층  성
시켜 전 선과 제1절연층  정  랩 게 하는 단계 , 전체 조상 에 제3절연층  형성

하고, 그 상 에 콘택마스크를 한 식각공정 로 제3절연층  식각하고, 노출 는 선택적 속층  
리어층 로 하고 제2절연층  제1절연층  식각하여 제1 전층  노출  콘택홀  형성하는 단계

를 포함하는 술 다.

명세서

[ 명  명칭]

콘택홀 제조

[ 면  간단한 설명]

제3A  내  제3E 는 본 명에 해 정렬  콘택홀 형성단계를 시한 단면 .

본 내  공개 건 므로 전문내  수록하  않았

(57) 청  

청 항 1 

체소  정렬  콘택 제조 에 어서, 하 전층 상 에 제1절연층  형성하고 그 상 에 
전 선  형성하고, 전체적 로 제2절연층  전층  적층하는 단계 , 상  전층  블린켓 건식

식각하여 전 선 측 에 전층 스페 서를 형성하는 단계 , 전층 스페 서에 선택적 속층  성
시켜 전 선 정 상  제1절연층 상 가 정  랩 게 하는 단계 , 전체 조상 에 
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제3절연층  형성하고, 그 상 에 콘택마스크를 한 식각공정 로 콘택 역  제3절연층  식각하고, 
노출 는 선택적 속층  리어층 로 한 상태에서 제2절연층  제1절연층  식각하여 제1 전층

 노출  콘택홀  형성하는 단계를 포함하는 정렬  콘택홀 제조 .

청 항 2 

제1항에 어서, 상  전층 스페 서는 프  폴리실리콘층 로 형성하는 것  특징 로 하는 정
렬  콘택홀 제조 .

청 항 3 

제1항에 어서, 상  선택적 속층  선택적 스 층 로 형성하는 것 특징 로 하는  정렬  
콘택홀 제조 .

※ 참고사항 : 최초출원 내 에 하여 공개하는 것 .

면

    면3a

    면3b
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    면3c

    면3d

    면3e
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